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O chaveamento de resisténcia (Resistive Switching, RS) caracteriza-se por mudancas
na resisténcia induzidas por campos elétricos externos, em sistemas hibridos metal/6xidos
dielétricos. O processo de RS é reversivel e pode ser repetido inimeras vezes. Normalmente
tais mudancas na resisténcia sdo ndo volateis, em consequéncia, tais fendbmenos tem atraido
grande atencdo devido ao seu potencial em aplicacdes em memorias de acesso aleatorio
resistivas (RRAM) e sistemas neurais.

O fenémeno RS tem sido observado em uma infinidade de sistemas e combinacdes
diversas de materiais para isoladores e eletrodos, dos quais dispositivos baseados em Oxido
de Hafnio (HfO,) sdo destacados por desempenhos excepcionais em termos de consumo de
energia, reducdo de escala, confiabilidade e compatibilidade com o0s processos
microeletronicos.

Dispositivos RS baseados em HfO, e, em geral, a classe de dispositivos RS
denominados de tipo filamentar, s&o iniciados por um processo que traz a resisténcia inicial
do dispositivo de um altamente estado isolante a um estado de baixa resisténcia (LRS) através
do formacdo de um filamento condutor (FC) que encurta os dois eletrodos da estrutura metal/
Oxido/metal.

Foi depositada uma estrutura Ni/HfO/Ni  com espessuras de 20/10/20 nm
respectivamente, em Silicio e vidro usando a técnica de Sputtering. O Niquel é usado como
terminal metélico. A amostra possui estrutura crossbar, concebida com a utilizacdo de
mascaras de metal na hora da deposi¢do. Essa estrutura é tipica no estudo de RS, pois facilita
a aplicacéo de tensdes na amostra.

Foram realizadas ciclos de curvas | vs VV onde os resultados mostram a natureza
estocastica da formacdo reversivel dos filamentos condutores que pode ser atribuida a
diferenga de forma, tamanho e ndmero de filamentos condutores. Assim, foi diferenciado

niveis de resisténcia em funcéo dos ciclos de curvas I vs V.



